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  عاعضاء كميته دفا - پايان نامه تصويبارزيابي يا  فرم صفحه
  
  . دهيدقرار را پايان نامه موسوم به فرم كميته دفاع تصويبتاييد و برگه صفحه  در اين    
  
  
  
  

  : نكته مهم
نگارش پايان نامه بايد به زبان فارسي و بر اساس آخرين نسخه دستورالعمل و راهنمـاي           

  )دستورالعمل وراهنماي حاضر(.نگارش پايان نامه هاي دانشگاه صنعتي اميركبير باشد

  
  



 

  

   به نام خدا

 :تاريخ  تعهدنامه اصالت اثر

  
  

  

شوم كه مطالب مندرج در اين پايان نامه حاصل كار پژوهشـي   متعهد مي الهام رحيمي تاكامياينجانب 
اينجانب تحت نظارت و راهنمايي اساتيد دانشگاه صنعتي اميركبير بوده و به دستاوردهاي ديگـران كـه در   
اين پژوهش از آنها استفاده شده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرسـت منـابع و مĤخـذ    

  .سطح يا بالاتر ارائه نگرديده است اين پايان نامه قبلاً براي احراز هيچ مدرك هم. ه استذكر گرديد

در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدرك تحصيلي صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبـار سـاقط   
  .بوده و دانشگاه حق پيگيري قانوني خواهد داشت

هرگونـه  . باشـد  علق به دانشـگاه صـنعتي اميركبيـر مـي    كليه نتايج و حقوق حاصل از اين پايان نامه مت
بـرداري، ترجمـه و    استفاده از نتايج علمي و عملي، واگذاري اطلاعات به ديگران يا چـاپ و تكثيـر، نسـخه   

ــت          ــوع اس ــر ممن ــنعتي اميركبي ــگاه ص ــي دانش ــت كتب ــدون موافق ــه ب ــان نام ــن پاي ــاس از اي   . اقتب
  .نقل مطالب با ذكر مĤخذ بلامانع است

  

  

  ام رحيمي تاكامياله

  امضا

  

 



 

  
  ...نامه را  تقديم ميكنم  اين پايان

  

  عزيز و مادر مهربانم به پدر

  ...اندكه در همه مراحل زندگي حامي و پشتيبان من بوده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  تشكر و قدرداني

تر بستر انجام هر چه دقيقاز استاد ارجمند، جناب آقاي دكتر محمد ياوري به عنوان استاد راهنما كه      
دوستانم در آزمايشگاه  از زحماتهمچنين، . اند، كمال تشكر و قدرداني را دارماين پژوهش را فراهم آورده

ضمن آنكه از جناب آقاي دكتـر  . اختندمند سبهره ، بنده رااز تجربياتشاننمايم كه مجتمع تشكر ميمدار 
-نامه را متقبل شـدند، سپاسـگزاري مـي   و جناب آقاي دكتر كاتوزيان كه زحمت داوري اين پايان سوداگر

  .كنم

خداوند را به خاطر توفيق استفاده از محضر اين اساتيد و دوستان گرانقدر شاكرم و سربلندي و توفيق      
  .نمايمان مسئلت ميافزون آنان را از خداوند منروز

 

 تاكامي رحيمي الهام

 1392  بهمن

  

  

  

  

  

  



  

   چكيده

  

 أ 

  

  چكيده
اسـت كـه    لازم يك سيستم پزشـكي  ،هابه منظور جلوگيري از بيماريدهد كه هاي اخير نشان ميتحقيق
و  EEG ،ECGهاي حياتي از جمله فشـارخون،  را ممكن سازد تا به طور پيوسته سيگنال پيوستهنظارت 

 ،EEGدريافـت سـيگنال    بـه منظـور   باند پايه با نويز و توان كـم  مدار واسط. شوند غيره نظارت و بازبيني
را از طريـق الكترودهـاي قـرار     EEGهاي كه سيگنال بدين ترتيب. نقش حياتي در چنين سيستمي دارد

يكي از مهمترين ملاحظـات   .ديجيتال تبديل كند كدسپس به و تقويت  ، دريافت،روي جمجمه داده شده
و نـويز ارجـاع داده شـده بـه ورودي     ، تـوان مصـرفي   EEGدر طراحي مدار واسط براي دريافت سـيگنال  

تـوان مصـرفي مبـدل آنـالوگ بـه       .باشدمصالحه بين نويز و توان مصرفي، بسيار مهم مي. باشدكوچك مي
. ان كوچك باشد تا كل سيستم از لحاظ تـوان مصـرفي بهينـه شـود    بهتر است تا حد امك SARديجيتال 

چالش ديگر اين است كه بهره مدار در حدي باشد كه ضمن اينكه از رزولوشـن مبـدل حـداكثر اسـتفاده     
  .شود، خروجي مدار آنالوگ نيز اشباع نشودمي

ارائه شده تا نويز ارجاع داده شـده بـه    CHSتكنيك  ساختاري بر پايهنامه، بر اين اساس در اين پايان     
پيشـنهاد   ايكننـده همچنين در اين طرح، كنترل. د و توان مصرفي نيز بهبود داده شودل شوورودي حداق

، ضـمن اينكـه   و بتوان ورودي با دامنه بزرگ را نيز دريافت كـرد  شده تا خروجي مدار آنالوگ اشباع نشود
. سازي شده حداكثر استفاده شـود باشد تا از رزولوشن مبدل پياده بهره مدار در حالت ماكزيمم مقدار خود

به ترتيـب برابـر بـا     CMRRو نويز ارجاع داده شده به ورودي ، Analog front-endبخش توان مصرفي 
با ساير كارهاي انجام  مقايسهباشند كه مقادير خيلي خوبي در مي dB 125و  0.76µVrmsنانو وات،  455

آن  هـاي و تعـداد خـازن   كليـدزني انـرژي  است كه پيشنهاد شدهاي SARچنين مبدل هم. باشندشده مي
، SNDR ،SFDR پارامترهـاي . نـد كاهش يافته ا% 75و  %7/93معمولي به ترتيب  SARنسبت به مبدل 

-شـبيه . دنباش ـمـي  nW 21 و dB ،71.17 dB 56.01برابـر بـا   ، به ترتيب داراي مقاديري توان مصرفي

  .اندصورت گرفته Cadenceافزار به كمك نرم CMOSنانومتر  180وژي ها در تكنولسازي

  ADC  SAR،كننده، كنترلCHS، تكنيك EEGمدار واسط براي دريافت سيگنال : كلمات كليدي
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Abstract     
To prevent illnesses, a medical system is required to make continuous monitoring 
possible and observe vital signals such as: EEG, ECG and blood pressure. To 
capture EEG, the low-power low-noise baseband interface circuit plays vital role in 
this system. This circuit captures and amplifies EEG signals through electrodes 
placed on skull, then digitizes the amplified signal. To design interface circuit, 
important considerations are power consumption and input referred noise. Trade-
off between these two mentioned parameters is so important. The power 
consumption of SAR ADC should be as low as possible to minimize total power 
consumption. Another challenge is that system gain should be enough to use the 
resolution of ADC efficiently and also prevent the saturation of analog circuit 
output. 

     In this thesis, the structure based on chopper technique is presented to minimize 
input referred noise and reduce power consumption. Also, a controller is proposed 
to prevent saturation of circuit output and be able to acquire large amplitude of 
input. In addition, the system gain is in its maximum value to use the resolution of 
designed ADC efficiently. Power consumption of Analog front-end, input referred 
noise and CMRR are 455nW, 0.76µVrms and 125dB, respectively. These values are 
good achievements compared to other ones. Also, SAR ADC is proposed that 
compared to the conventional structure, its switching energy and number of 
capacitors are reduced by 93.7% and 75%, respectively. SNDR, SFDR and power 
consumption for this ADC have the values of 56.01 dB, 71.17 dB and 21nW, 
respectively. All Simulations were performed in 180nm CMOS technology by 
Cadence software. 

Key Words: Interface circuit for acquisition of EEG, Controller, Chopper 
technique and SAR ADC. 
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